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Disefo, fabricacion y caracterizacion
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Linea de lnvestigacién

Sistemas con Sensores MEMS y
Dispositivos con FGMOS.

Elemplo de lo que son MEMS

Sistema de deteccion de gases
Acelerometro CMOS-MEMS

Micro-celdas sobre FGMOS

Transistores MOS de Compuerta Flotante
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Dispositivos
e Diseno de los dispositivos y fabricacion
tecnoldgica

e Sensores de gas
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Sistemas
e Diseno de circuitos VLSl y
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Caracterizacion

Propiedades de 6xidos semiconductores (Estatica y Dinamica)
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Caracterizacion

Coeficiente de Resistencia Termica (TCR) de materiales
calefactores y sensores
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Caracterizacion

Caracteristicas 1-V de los dispositivos integrados y de los sistemas
sensores
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Simulacion por computadora

m Sistema electronico (PSPICE)
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Disefio topoldgico
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Procesos tecnoldgicos
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Procesos tecnologicos
= Micromaqguinado Volumétrico
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MOS Sensor 2: Micro
calefactor y micro
Sensor MOS 2.

MOS Sensor 3: Micro
calefactor y micro

Sensor MOS 3 (componente
del circuito de lectura)
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Acelerometro CMOS-MEMS
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Acelerometro CMOS-MEMS
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Acelerometro CMOS-MEMS

Chip fabricado




Procesos tecnoldgicos
= Micromagquinado Superficial
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Foto sensor como compuerta de control de
un FGMOS
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Linea de Investigacion:
Transistores MOS de Compuerta
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Linea de Investigacion:
Transistores MOS de Compuerta
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Video demostrativo de los MEMS
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